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【はじめに】本研究では GaN 基板上に選択的に成長させた NW を覆うように量子殻活性層、

p-GaN 層、トンネル接合層を成長させ、n-GaN による埋込成長を実施し、レーザ構造の試作

と評価を行った。 

【実験方法と結果】デバイスプロセスにて幅 7µm~12µm、共振器長 500µm~1000µm のスト

ライプ構造を作製し、SiO2 により絶縁層を形成した。その後、ドライエッチングによりスト

ライプ上とカソード電極蒸着部の SiO2 を除去し、電極を蒸着した。劈開にてミラーを形成

し、EL 測定を行った。デバイス構造とパルス測定結果を Figure1(a),(b)に示す。立ち上がり

電圧は 8V であった。高電圧となった原因として、p-GaN の活性化ができていないこと、電

極のコンタクト不良が考えられる。上記の問題に対してデバイスのさらなる低電圧化に向

けて検討を行った。詳細な内容については当日報告する。 
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Figure 1（a）device structure (b) I-V characteristics of pulse measurement 
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